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(57) L’invention concerne une cellule mémoire a un région (41) du méme type de conductivité que la région

transistor MOS formé dans une région de corps flottant
(1) isolée sur sa face inférieure par une jonction. Une
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de corps flottant mais plus fortement dopée que celle-ci
est disposée sous la région de drain (10) du transistor
MOS.
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